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Fotoreceptor  de radiaţie ultravioletă  pe baza structurilor cu barieră de potenţial superficială ce conţine un strat din 
semiconductori  AIIIBV, un  strat  de oxid  propriu  tunel transparent,  şi  un strat  de  SnO2  sau  ITO, caracterizat prin 
aceea că  în stratul  din semiconductori  AIIIBV este format  un strat defect,  în care timpul de viaţă a purtătorilor de 
sarcină minoritari este minim,  stratul defect fiind plasat la o distanţă de la suprafaţa stratului semiconductor nu mai 
mare decât lungimea de absorbţie a radiaţiei vizibile.  


